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はじめに:強磁性トンネル接合(MTJ)磁気セ

ンサの高感度化のために、高トンネル磁気

抵抗(TMR)比と軟磁気特性とを両立するフ

リー層材料が求められている。本研究では、

DO3 規則構造において軟磁気特性を示す

Fe85Si9.6Al5.4（センダスト、以下 FeSiAl）

に着目した。FeSiAlは、類似の結晶構造を

有する Fe電極と同様に、MgO 障壁層を介し

た、Δ1電子のコヒーレントトンネリングに

よる大きな TMR比が期待される[1]。しかし、

MTJ に応用可能な nm オーダーの FeSiAl 薄

膜は過去に作製された例がない。本研究の

目的は、MgO基板上に DO3規則構造を有する

FeSiAl 薄膜を作製し、MTJ 磁気センサへの

応用可能性を明らかにすることである。 

実 験 方 法 : 試 料 は MgO(001) 基 板 上 に

FeSiAl(30nm)/Ta(5nm)薄膜をマグネトロン

スパッタ法で作製した。成膜後に、規則化の

ためにTa=300-500℃で 1 時間熱処理を施し

た。結晶構造および磁気特性は、X 線構造解

析（XRD）、振動試料型磁力計（VSM）により

評価した。 

実験結果:図１に熱処理温度を変化させた

試料の XRD 回折結果を示す。熱処理温度の

増加とともに、FeSiAl(004)ピークが増大し

たことから、熱処理によって結晶化および

(001)配向が促進されたことがわかる。また、

300℃以上の熱処理において、B2規則構造に

起因する(002)ピークが観測された。さらに、

スキャン測定の結果から、Ta=400、500℃に

おいて D03規則格子線である(111)ピークが

明瞭に観測され、また、MgO 基板上にエピタ

キシャル成長していることも確認できた。

磁化測定の結果から、DO3 規則度が高い

Ta=500℃において、最小の保磁力（1.8 Oe）

を得た。この保磁力は、MTJ センサ素子のフ

リ ー 層 に 用 い ら れ て い る NiFe[2] や

CoFeSiB[3]に匹敵する値である。以上によ

り、作製した DO3-FeSiAl薄膜は MTJセンサ

の高感度化に有用な材料と考えられる。 
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Fig. 1 XRD patterns for FeSiAl films 
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